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Seqiuéncia de conteudos:
1. Semicondutores;
2. Jungoes PN;
3. Diodos;
4. Matrizes de contato;
5. Fontes de tensao.
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Atomic stchure: (a) germanuum; (b) silicon.



Niveis de energia:

4 Energy

Valance Level (outermost shell)
Energy gap

Second Level (next inner shell)
Energy gap
Third Level (etc.)
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Condutor: p =10 Qcm [cobre]
Semicondutor: p = 50 Qcm [germanio]
Semicondutor: p = 50 kQcm [silicio]

Isolante: p = 1072 Qcm [mica]



Niveis de energia:

Energy

Conduction band
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Materiais semiconautores

Materiais intrinsecos e extrinsecos do tipo N e P:

« Materiais intrinsecos sao semicondutores
cuidadosamente refinados para se obter a reducao de
impurezas a um nivel muito baixo — sao basicamente tao
puros quanto permite a tecnologia moderna;

« Um material semicondutor submetido ao processo de
dopagem é chamado de material extrinseco.
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Materiais extrinse

4

cos do tipo N:

b Energy

Conduction band
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E, as before—
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—E, =0.05 eV (Si), 0.01 eV (Ge)

~Donor energy level
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Effect of donor immpurities on the energy band structure.
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Materiais extrinsecos do tipo P:
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Hole flow

Electron flow
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Portadores de carga nos materiais P e N:
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Diodo semicondutor, uma introducao:
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Ideal diode: (a) symbol; (b) characteristics.
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Diodo semicondutor, uma introducao:

Vo Short circuit
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(a) Conduction and (b) nonconduction states of the ideal diode as determuned by the applied bias.
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Diodo semicondutor, uma introducao:

Em conducao:
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Minoriiy carrier flow
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A corrente de saturagdo reversa I tera sua

amplitude praticamente dobrada para aumento
de 10 °C na temperatura.

PI\I -F t

A
L-IT ua

e + |v'r\
U altuil a

emper

.Ir_rﬂl'l'lA]
(392°F) (=103'F)
12 200°C 100°C 25°C -75°C
= B T T y .
| ’ ;
10 - y
z ! i" >
8 ! f . s—(boiling point
' L il ; of water)
6 I l' —
I 1‘""* (room temperature)
4 / " s
L
&
(V) }’! l‘*!‘
60 50 40 10 20 10 _;"
| l | | | | Lok .
T : 07 1 1.5 2 Vp (V)
LRl CEEE L L L e e e =
PR e | S S— =
i e
| ; '
I
L) ]
o ) Exemplo 2.6 do Malvino.



e Tensao reversa;
e Silicio: 1000 V;

 Germanio: 400 V.

* Temperatura de operagao:

e Silicio: 200 °C;
e Germanio: 100 °C.
* Queda de tensao direta:
e Silicio: 0,7 V;
 Germanio: 0,3 V.
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Lista do capitulo 2.
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Diodo — Curva I X Vg
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Diodo — Curva I X Vg
P

[ KVp

* [, = corrente direta;

* V, = tensdo de polarizagao;

* I = corrente de saturagdo reversa;

« K=11.600/n comn=1 para o Ge e n =2 para o Si;
* Ty =T+ 273e.
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Resisténcia CC ou esta

Vp (V)




n

DAacict ~nine AA AiadAn
MN\ColoLciivias Uuuv Uivuv

Resisténcia CA ou dinamica:
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Ideal diode
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Exemplo 3.4 do Malvino.
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Exemplo 3.5 do Malvino.
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Exemplo 3.6 do Malvino.
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Matriz de contatos = pront-o-labor = protoboard
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Exercicios:
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Tametz 0L: A segair, para cada circwite slémico abaixo, dessmhe =i matnz de commmtes o
musistores @ a5 conaxdss anTe 0% mesmos @ destes atd as) fombes), conforms o exemplo das
fgaras 1a 2
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Figura 2 — Desenbo da momtagem do ctrcwdte elftnico fal.
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Seqiuéncia de conteudos:
1. Caracteristicas dos diodos;

2. Analise de circuitos com diodos;
3. Aplicacbes simples.
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